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内容概要

书名原文:Analysis and simulation of semiconductor devices:本书包括9章:引言、一些基本性质、工艺模型
、物理参数、关于基本半导体方程的解析研究、基本半导体方程的离散化、非线性代数方程系统的解
、稀疏线性方程系统的解、结果一瞥。
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